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(57) Abstract: Quartz glass crucible for pulling a single crystal of silicon by the Czochralski method, having an inside on which is
arranaged an inner layer of quartz glass which forms a surface, wherein the inner layer is provided with a crystallization promoter which
upon heating of the quartz glass crucible during use as intended in crystal pulling brings about a crystallization of quartz glass to form
B-cristobalite, characterized in that the concentration of synthetically obtained SiO, C at a distance d from the surface is greater than
the concentration of synthetically obtained SiO; at a distance d2 from the surface, wherein d2 is greater than d.

(57) Zusammenfassung: Quarzglastiegel zum Ziehen eines Einkristalls aus Silicium nach der Czochralski Methode, mit einer
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Innenseite, auf der sich eine Innenschicht aus Quarzglas befindet, die eine Oberfliche bildet, wobei die Innenschicht mit einem
Kristallisationspromotor versehen ist, der beim Aufheizen des Quarzglastiegels beim bestimmungsgemifien Einsatz beim Kristallziehen
eine Kristallisation von Quarzglas unter Bildung von B-Cristobalit bewirkt, dadurch gekennzeichnet, dass die Konzentration von
synthetisch gewonnenen SiO; C in einer Entfernung d von der Oberfldche grofer ist als die Konzentration von synthetisch gewonnenen
Si0; in einer Entfernung d2 von der Oberfliche, wobei d2 grofer ist als d.



